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ここで、α, β, γ = x, y, z を意味し、A、B、C は温度に依存する現象論的パラメータ、L1 は液晶の弾性定数、
Rは液滴半径、w はアンカリング強度、ν は液滴表面に垂直な単位ベクトル、∂x ≡ ∂/∂xである。また、ア
インシュタインの規約を用いて自由エネルギーは表現されている。また、現実の物質に対応するように、本章
(a) (b) (c)
図 1 (a)ヘッジホッグ構造、 (b)軸対称構造、 (c)小さなディスクリネーションループを持つ構造。灰色
の線はダイレクタフィールドを表し、黒の点および線は欠陥、ディスクリネーションを意味している。









L1/Aを用いて、w̄ ≡ w/Aξ と表せる。相転移が起きる無次元化した臨界アンカリング強度 w̄c と

















































のパラメータを典型的液晶物質パラメータ L1 = 8.6pN、w = 1.5× 10−4J/m2、ε‖ = 16、ε⊥ = 6、εp = 3.6
として計算した。ただし、ε‖、ε⊥ は液晶の誘電率、εp は液滴周りの等方的媒質の誘電率を意味している。グ
ラフを見ると、実験データをほぼ再現していることが分かる。
第 7章 総括
本章では、本研究の総括を行った。本研究では、まず外場なしでの平衡状態を議論し、有限アンカリングの
下でもディスクリネーションループの方が安定になる事を示した。そして、ディスクリネーションループが磁
場や電場に対してどのように振舞うのかを数値的に調べた。特に電場の場合には、smooth-particleの方法を
用いて、Euler方程式とMaxwell方程式を連立させて解くことに初めて成功し、理論的に臨界電場強度を導
出することに初めて成功した。
